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�优势特点

�质量保障
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企业概况

�成立：2005年11月

�地址：武汉中国光谷滨湖路8号

�固定资产投资1.5亿，合资企业

�职工人数：192名（技术&管理人员85名）

�生产能力：蓝绿光芯片120kk/月，年内扩产到160kk/月

�生产厂区：占地160亩，净化车间面积2000m2
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企业概况

外延车间 电极制作车间
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企业概况

光刻车间 分选车间
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ITO/NiAu contact

�蓝、绿光LED芯片技术是基于一种名为GaN的化合物半导体。
�芯片发光颜色的变化是通过调整发光层的InGaN合金组分实现的。

产品技术规格
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蓝、绿光LED芯片是基于InGaN的半导体二极管器件

F. A. Ponce and D. P. Bour, Nature 386, 351 (1997) 8
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剖面示意图

外延片结构 LED芯片

LED芯片制造分为外延片制造外延片制造外延片制造外延片制造、芯片加工芯片加工芯片加工芯片加工两部分
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外延片制造

蓝宝石衬底

GaN结晶层
u-GaN

n-GaN
InGaN/GaN发光层
p-GaN

原辅料原辅料原辅料原辅料：：：：

金属有机源，TMGa, TMIn, TMAl,
高纯NH3，H2，N2

蓝宝石衬底

设备设备设备设备：：：：MOCVD（金属有机物化学气相外延炉）

外延片的制造基本上决定了芯片的发光效率，工作电压，波长等各项光电参数。

同时也决定了芯片抗ESD冲击的能力，和长期的稳定性。
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芯片加工

�电极制作

�芯片分割

�测试分选

�入库检验

原辅料原辅料原辅料原辅料：：：：

金属Ti，Al，Au，ITO,
高纯N2，O2，

纯水

设备设备设备设备：：：：光刻机，清洗机，RIE，E-Beam蒸发
台，退火炉，减薄机，划片机，探针台，分

选机

芯片加工制程决定了芯片的电极粘附可靠性，芯片外观品质，光电参数一致性。
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产品优势特点

�高亮度，高可靠性。

�100%测试分选，保障良好的均匀性。
�ESD100%全测，保证良好的抗静电能力。
�TCL电极制程，亮度稳定性好。
�充足的焊盘面积，直径/边长约100微米，提高打线良率。
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优势特点
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优势特点
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GaN芯片结构

GaN结晶层

n-GaN

发光层

p-GaN

TCL
+

-

产品优势特点
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GaN结晶层

n-GaN

InGaN/GaN发光层

p-GaN -
+

GaN芯片结构及工作原理

产品优势特点
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1、如果电阻电阻电阻电阻1和和和和2在封装或使用过程中增大，芯片的Vf将升高。
2、这个问题可以通过两方面工作来改善：
（A）控制封装应力
（B）提高芯片电极粘附力。

GaN结晶层

n-GaN

InGaN/GaN发光层

p-GaN -
+

电阻1 电阻2
产品优势特点
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表中的数据表明，华灿光电通过创新芯片工艺A，已经有
效改善了传统工艺B在封装中出现的工作电压升高问题！

颗数 芯片工艺A 芯片工艺B

1 3.10 3.88

2 3.10 3.83

3 3.20 3.93

4 3.13 3.88

5 3.10 3.78

6 3.14 3.71

7 3.18 3.7

8 3.12 3.51

9 3.16 3.88

10 3.10 3.66

注：封装前裸晶电压都是在3.2V附近

封装后电压Vf@20mA （V）

产品优势特点
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质量保障
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质量保障
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发展规划

�08年增加固定资产投资7000万元，达到160kk/月产能。

�09年增加固定资产投资1.5亿元，达到300kk/月产能。
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谢谢！

行动行动行动行动、、、、专业专业专业专业、、、、协作协作协作协作、、、、创新创新创新创新


